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ており，長さは 2 μm，幅は 140 nm である。ワイヤの形状は 6 角柱状で，InP の核と外殻に挟まれて InAs 層
が単原子層（mono-1ayer: ML）精度の厚さで埋もれている。6 角柱の側面部分は量子井戸として，角部分は
量子細線として，それぞれコアマルチシェルナノワイヤの基本構造を形成している。結晶構造はウルツ鉱型
で，内包されている InAs は約 4% の格子定数の違いによる圧縮ひずみを受けている。
発光スペクトルに見られる複数のピークは，有効質量近似による計算から，内包された InAs の ML 数に
対応していると同定された。16 ns の長い発光寿命，発光線幅の 2 倍以上である 70 meV のストークスシフ
トから，電子の有効質量が，正孔の有効質量に比べて極めて軽く，正孔は InAs 層に閉じ込められるが，電
子は InAs 層から InP 層に広く広がっているタイプ II 型のバンド構造であることが推論にされた。格子定数
の違いによる InAs の圧縮ひずみを考慮して，Model-solid theory からも，タイプ II 型バンド構造であること
が推測された。
顕微分光によるワイヤ 1 本からの発光スペクトルもワイヤの集合の発光スペクトルと同様の線幅約 30 










領域の方が 2.7 meV ほど低くなり，上記の筋書きを支持する結果が得られた。
強い励起密度では，時間分解発光スペクトルの平均エネルギーは，数 100 ps で素早くレッドシフトする
バンドベンディングの緩和が見られる。ポアッソン方程式とシュレーディンガー方程式を自己無撞着に解く
ことで，正孔の精度の高い束縛エネルギーを求め，束縛エネルギーは励起密度の 1/3 乗（励起子密度の 2/3
乗）に比例してブルーシフトすることが明らかにされ，これは定常発光スペクトルの励起強度依存性により







く評価できる。ウルツ鉱型 InP/InAs/InP コアマルチシェルナノワイヤのバンド構造はタイプ II 型であること
が明らかにされた。ナノ秒の時間尺度で，ナノワイヤ中の側面領域から角領域に向かって励起子が移動する
ことが明らかにされた。また，数 100 ピコ秒の時間領域では，励起子の拡散によってバンドベンディングが
緩和することが明らかにされた。
よって，著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
